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1. Defina € tiempo de recuperacion inversa (t;;) de un diodo. ¢(Como afecta e modo de conduccion
(continuo o discontinuo) en lainfluenciaquetiened t, en un convertidor elevador?

2. Dibuje la estructura fisica de un transistor bipolar de potencia. ¢Qué es'y qué utilidad tiene la zona de
cuasi-saturacion? ¢COmo se puede hacer trabgjar a dispositivo en esta zona? Describa brevemente las
ventgjas e inconvenientes respecto aun MOSFET de potencia.
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3. El sstemadetensiones U;...Us esta equilibrado. Se pide: © >
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a) Obtener e valor medio de tensién en la carga en funcion del U -|-2'

b) Dibujeintensidad y tension en T1 parael angulo a que aplique a |
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angulo de retraso en € disparo de lostiristores a. 4@:%4 L =100mH
_‘:b—% >

la carga unatensién media de 100V. U, T4

c) Durante un tiempo suficientemente grande, se hace trabgar a N ' R=1A
sstema con a = 0. Posteriormente se desea extinguir la
intensidad por la carga en un tiempo minimo. ¢Qué a debemos y, = 300 sen (100=t+,)
aplicar? ¢Cuanto es este tiempo minimo? ¢Cuanta energia se
devuelve alared?

4. En € circuito delafigural, S1y 2 se gobiernan con las sefidles de lafigura 2, de ciclo de trabgjo 30% y
desfasadas 180°.
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Figura 2. Sefiales de gobierno

Figura 1

Nota: tdmese como modelo de transformador e ideal, pero incluyendo € efecto de la inductancia
magnetizante (Reluctancia = 1 esp?/pH; Np1 = Np2 = 25; ns=5).

Sepide:

a) Formade onday valor medio de tension aplicada alacarga (Umeg €n 10).

b) Si la carga (l) en realidad esta congtituida por una L = 10mH en serie con una resistencia R, ¢qué
valor debe tomar R paraque € valor medio de laintensidad por lacargasea 10 A?

c) Formade ondadeintensidad y tension en S, acotando |os valores mas significativos.
d) Evolucion del flujo en € nucleo, acotando |os valores més significativos.

€) Andice la conduccién de los diodos D1 a D4 cuando Sl y S estan apagados. ¢Es posible determinar
su intensidad s son diodos ideales?



